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 11.056 “Straightforward Determination of Small-Signal Model Parameters 

for Bulk RF-MOSFETs”, Fifth IEEE International Caracas 
Conference on Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004), 
Punta Cana, República Dominicana, noviembre 3 2004. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.057 “Linearity in Two Optical Receiver Structures for High-Frequency 

Applications”, Fifth IEEE International Caracas Conference on 
Devices, Circuits and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, 
República Dominicana, noviembre 4 2004. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.058 “Effects of the Low Temperature Annealing on the Transport 

Mechanisms in n-type a-SiGe:H/p-type c-Silicon Heterojunctions”, 
Fifth IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits 
and Systems (ICCDCS2004), Punta Cana, República Dominicana, 
noviembre 4 2004. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
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2005 11.059 “Estado de los Programas de Postgrado en Ingeniería y 
Tecnología en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de 
Educación Superior,  Pachuca, Hidalgo, México, octubre 11 2005. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
2006 11.060 “Estado de los Programas de Postgrado en Ingeniería y 

Tecnología en México”, Foro Nacional Sobre el Sistema de 
Educación Superior,  México D.F., México, febrero 27 2006. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
2007 11.061 “Nuevos Escenarios para el Posgrado”, XXI Congreso Nacional de 

Posgrado,  Guadalajara, Jalisco, México, Noviembre 22, 2007. 
  (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos) 
 
2008 11.062 “Perspectivas de Desarrollo de Jóvenes Investigadores en el 

País”, VII Taller Nacional de Estudiantes de Posgrado de Física y 
Ciencia de Materiales, Puebla, Puebla, 13 de marzo 2008. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos) 
 
 11.063 “Modelado del Transistor MOS para Aplicaciones en Altas 

Frecuencias”, Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela, 19 
de junio de 2008. 

  (Participación invitada en Sesión Plenaria, 100 minutos) 
 
2009 11.064 “Metamaterial-Mems Reconfigurable Transmission Line”, 2009 

International Iberchip Workshop (IWS2009), Buenos Aires, 
Argentina, marzo 27 2009. 

  (Participación en sesión simultánea, 15 minutos) 
 
 11.065 “El Estado y Perspectivas de la Investigación en la Universidad 

Pública”, Primer Foro de Resultados de Investigación, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, 
agosto 28 2009. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos) 
 
2010 11.066 “El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”, 

Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, México, marzo 17 2010. 

  (Participación invitada en Sesión Plenaria, 90 minutos) 
 
 11.067 “Una Visión del Postgrado en México”, Centro de Investigaciones 

Biológicas del Noroeste, La Paz, Baja California Sur, México, abril 
21 2010. 

  (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos) 
 
 11.068 “El Estado Actual y Perspectivas del Postgrado en México”, 

Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, Baja 
California Sur, México, abril 21 2010. 

  (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos) 
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 11.069 “La Importancia de los Medios de Comunicación Modernos en el 
Posgrado”, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Pachuca, México, mayo 20 2010. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos) 
 
 11.070 “El impacto de la investigación educativa en el quehacer de las 

IES”, Instituto Politécnico Nacional, México, D.F., México, mayo 28 
2010. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 120 minutos) 
 
 11.071 “Evaluando Resultados de los Programas de Apoyo a Becas de 

Posgrado”,  México, D.F., México, junio 24, 2010. 
  (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos) 
 
 11.072 “Electrónica de Altas Frecuencias”,  Instituto Tecnológico Superior 

de Atlixco, Puebla, México, octubre 18, 2010. 
  (Conferencia Magistral Invitada, 60 minutos) 
 
2011 11.073 “High Frequency Measurements:  The Basics”, Universidade 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil, 16 de mayo de 
2011. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.074 “El PNPC y Paradigmas de Calidad del Posgrado”,  Guanajuato, 

Guanajuato, México, septiembre 22, 2011. 
  (Participación invitada en Mesa Redonda, 150 minutos) 
 
2012 11.075 “La Ingeniería en América Latina:  Situación y Retos”,  Bogotá 

Colombia, agosto 15, 2012. 
  (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos) 
 
 11.076 “La Situación de la Ingeniería en América Latina”, Congreso 

Nacional de Posgrado, Morelia, Michoacán, México, septiembre 
27, 2012. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.077 “ISTEC’s Impact on the Development of Science and Technology 

Education in Latin America”,  World Engineering Education Forum 
(WEEF 2012), Buenos Aires, Argentina, octubre 17, 2012. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.078 “Overhauling Engineering Education in Latin America”, World 

Engineering Education Forum (WEEF 2012), Buenos Aires, 
Argentina, octubre 18, 2012. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
2013 11.079 “Design Considerations for Integrated Antennas used in High 

Frequency Applications”, R. Murphy, XIX International IBERCHIP 
Workshop, Cusco, Perú, febrero 27 2013. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
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 11.080 “Tendencias Actuales y Visión de la Investigación en México”, R. 
Murphy, 6to Coloquio Interdisciplinario de Doctorado, Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla, junio 27, 2013. 

  (Participación invitada en Sesión Plenaria, 60 minutos) 
 
 11.081 “Relevancia de la Educación en Ingeniería para el Desarrollo de 

América Latina”, R. Murphy, International Engineering Seminar, 
Universidad San Gil, Colombia, septiembre 17, 2013, El Yopal, 
Casanare, Colombia; 19 de septiembre de 2013, San Gil, 
Santander, Colombia. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.082 “Engineering Education for Development”, R. Murphy, International 

Engineering Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre 
17, 2013, El Yopal, Casanare, Colombia; 19 de septiembre de 
2013, San Gil, Santander, Colombia. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos) 
 
 11.083 “Antenas Integradas”, R. Murphy, International Engineering 

Seminar, Universidad San Gil, Colombia, septiembre 18, 2013, El 
Yopal, Casanare, Colombia; 20 de septiembre de 2013, San Gil, 
Santander, Colombia. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.084 “Understanding the Properties of RF-MOSFETs Using the Smith 

Chart”, R. Murphy, World Engineering Education Forum (WEEF 
2013), Cartagena, Colombia, septiembre 25, 2013. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.085 “Relationship with the Environment:  Innovation and 

Entrepreneurship”, R. Murphy, World Engineering Education 
Forum (WEEF 2013), Cartagena, Colombia, septiembre 26, 2013. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 60 minutos) 
 
2014 11.086 “Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Veracruzana, 

Veracruz, Veracruz, México, octubre 31, 2014. 
  (Conferencia magistral invitada, 90 minutos) 
 
2015 11.087 “Characterization of Semiconductor Devices in the High-

Frequency Regime”, R. Murphy, IEEE Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2015), Montevideo, Uruguay, 
febrero 25, 2015. 

  (Curso Tutorial, 180 minutos) 
 
 11.088 “A Bird’s-eye View of Microwave R&D in Latin America”, R. 

Murphy, IEEE International Microwave Symposium (IMS 2015), 
Phoenix, Arizona, EUA, mayo 21, 2015. 

  (Participación en sesión simultánea, 10 minutos) 
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 11.089 “La Investigación en México, Realidad y Perspectiva”, R. Murphy, 
Tercer Encuentro de Jóvenes Investigadores, Universidad de 
Colima, octubre 16, 2015. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.090 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Coloquio 

de la Sociedad de Dispositivos Electrónicos de IEEE, Universidad 
Javeriana, Bogotá, Colombia, octubre 20, 2015. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.091 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, Cuarto 

Congreso Internacional de Instrumentación, Control y 
Telecomunicaciones y Primer Congreso Internacional en Diseño, 
Fabricación y Nuevos Materiales, Universidad Santo Tomás, 
Tunja, Colombia, octubre 22, 2015. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.092 “Diseño de Antenas”, R. Murphy, Cuarto Congreso Internacional 

de Instrumentación, Control y Telecomunicaciones y Primer 
Congreso Internacional en Diseño, Fabricación y Nuevos 
Materiales, Universidad Santo Tomás, Tunja, Colombia, octubre 
23, 2015. 

  (Curso tutorial, 270 minutos) 
 
 11.093 “La Necesidad de Fomentar la Investigación de Alto Impacto en 

América Latina”, R. Murphy, Tercer Encuentro Grupos de 
Investigación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Bogotá, Colombia, noviembre 18, 2015. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
2016 11.094 “Sensores para Aplicaciones Bio-Médicas”, R. Murphy, XXVI 

Simposium Internacional Tecnotrónica, Instituto Tecnológico de 
Morelia, Morelia, Michoacán, México, abril 21, 2016. 

  (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos) 
 
 11.095 “Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency 

Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Santa Maria, Brasil, 
mayo 9, 2016. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.096 “Characterization of the MOS Transistor in the High-Frequency 

Regime”, R. Murphy, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Brasil, mayo 12, 2016. 

  (Conferencia Magistral invitada, 75 minutos) 
 
 11.097 “An Overview of RF and Microwave Engineering Research 

Collaboration between Latin America and the Rest of the World”, 
R. Murphy, 46th European Microwave Conference (EuMWC 2016), 
Londres, Inglaterra, octubre 6, 2016. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
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2017 11.098 “A Versatile, CMOS Compatible, Integrated Antenna for Millimeter-

Wave Applications”, R. Murphy, 2017 Latin American Symposium 
on Circuits and Systems (LASCAS 2017), Bariloche, Argentina, 
febrero 22, 2017. 

  (Participación en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.099 “The Global Impact of Electrical and Computer Engineering in 

Society. Case in Point: Latin America”, R. Murphy, Conferencia 
ECEDHA 2017, Miramar Beach, Florida, EUA, marzo 18, 2017. 

  (Participación invitada en Mesa Redonda, 90 minutos) 
 
 11.100 “Panorama General del uso de Sensores para Aplicaciones en los 

Campos de la Salud”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, abril 6, 2017. 
  (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos) 
 
 11.101 “Importancia del Trabajo Científico”, R. Murphy, INAOE, Puebla, 

mayo 11, 2017. 
  (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos) 
 
 11.102 “Antenas para Comunicaciones Inalámbricas y Otras 

Aplicaciones”, R. Murphy, UPAEP, Puebla, junio 30, 2017. 
  (Conferencia Magistral invitada, 30 minutos) 
 
 11.103 “Antenas en Circuitos Integrados”, R. Murphy, Universidad de 

Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, agosto 23, 2017. 
  (Conferencia Magistral, 60 minutos) 
 
 11.104 “Antenas Integradas”, R. Murphy, Universidad Iberoamericana 

Puebla, octubre 5, 2017. 
  (Conferencia Magistral, 60 minutos) 
 
2018 11.105 “High Frequency Device Characterisation Laboratory at the 

“Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)”, 
Tonantzintla, Puebla, México”, R. Murphy, 48th European 
Microwave Conference, Madrid, España, septiembre 26, 2018. 

  (Participación invitada en sesión simultánea, 20 minutos) 
 
 11.106 “Panorama de la Investigación Científica en América Latina”, R. 

Murphy, Congreso Internacional “La Influencia de la Tecnología en 
las Comunidades del Conocimiento”,  La Paz, Bolivia, octubre 12, 
2018. 

  (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos) 
 
 11.107 “Some Considerations Regarding the Modeling and 

Characterization of Bulk CMOS Devices for High-Frequency 
Applications”, R. Murphy, 2018 IEEE 13th Nanotechnology 
Materials and Devices Conference (NMDC), Portland, Oregon, 
EUA, octubre 15, 2018. 

  (Participación invitada en sesión simultánea, 30 minutos) 
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 11.108 “Antenas Integradas: Pasado, Presente y Futuro”, R. Murphy, 
Conferencista Distinguido EDS, Universidad Pontificia Bolivariana, 
Medellín, Colombia, octubre 18, 2018. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.109 “Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy, 

Workshop on Engineering Applications (WEA’18), Medellín, 
Colombia, octubre 18, 2018. 

  (Conferencia Magistral invitada, 90 minutos) 
 
 11.110 “Integrated Antennas: Past, Present and Future”, R. Murphy, 

National Micro and Nanoelectronics Conference (nano MX 2018), 
Puebla, México, octubre 26, 2018. 

  (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos) 
 
2019 11.111 “Fundamental Aspects of CMOS RF Modeling and 

Characteriztion”, R. Murphy, Hyderabad EDS Mini Colloquium, 
Hyderabad, India, febrero 24, 2019. 

  (Conferencia Magistral invitada, 60 minutos) 
 
 11.112 “Characterization of Semiconductor Devices in the High-

Frequency Regime”, R. Murphy, MOS-AK India 2019, Hyderabad, 
India, febrero 25, 2019. 

  (Curso Tutorial, 180 minutos) 
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